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窒化ガリウム（GaN）を用いたマイクロディスク共振器は、高い Q値のウィスパリングギャラ

リーモード（WGM）を利用した青色微小レーザ光源等への応用研究が進展している[1-5]。これま

で様々な作製法が提案されているが、光電気化学（PEC）エッチングによってディスク下の犠牲層

を除去する方法は、主要な作製法の一つである[1-3]。近年では、より高い選択性で犠牲層をエッ

チングするために、レーザ光源を用いたレーザアシスト PEC エッチング法[3]も提案されており、

共振器のさらなる高品質化が期待される。しかしながら、同手法を利用した GaNマイクロディス

ク共振器の作製の報告例はなく、その特性は明らかではない。本研究では、レーザアシスト PEC

エッチング法による GaNマイクロディスク共振器の作製と光学評価を行ったので報告する。 

GaNマイクロディスク共振器の作製には、総厚 300 nm の InGaN/GaN 超格子犠牲層と、 単一

量子井戸層（発光波長 390 nm）を含む GaN スラブ層（厚み 140 nm）をサファイア上にMOCVD 

成長した基板を用いた。電子線リソグラフィと反応性イオンエッチングにより、GaN スラブ層に

マイクロディスク構造を形成した後に、犠牲層に選択的に吸収される波長 405 nm のレーザ光に

よる PEC エッチングを行った。溶液と触媒には、塩酸水溶液（濃度 0.007M）および白金をそれ

ぞれ用いた。図 1(a)の SEM 像に示すように、縁の下の犠牲層がエッチングされた GaN マイクロ

ディスク構造を作製することができた。図 1(b)は、直径 3.3 μmの GaNマイクロディスク構造より

観測された室温顕微 PLスペクトルである。量子井戸発光ピークの長波側に、複数の鋭いピークが

確認できる。3~4つのピークが波長間隔 Δλ ~ 4.5 nmで周期的に現れており、その間隔はディスク

直径と群屈折率（neff~3）より計算した FSR （~ 5.1 nm）と近いことから、基底および高次のWGM

と考えられる。また、基底モードの Q値は Q~1800であることも分かった。詳細は当日報告する。 
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Fig. 1 (a) SEM image of a micro-disk resonator. (b) Micro-PL spectrum measured from a micro-disk 

resonator. Resonant modes are observed within the red region a part of which is magnified in the inset. 
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